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nateur sont d'une seule piéce et la forme de I'en- L'invention a également pour objet un résona- .
semble est obtenue par usinage tel que I'abrasion, teur obtenu par le procédé tel que défini ci-
I'attaque chimique ou analogue. Dans certains dessus.

cas, cet ensemble peut avoir une épaisseur glo- 55 Ce résonateur, conforme a I'invention, présente
bale uniforme, 3 I'exception des pattes de conne- I'avantage d‘allier une fréquence fondamentale
xion, les surfaces principales étant paraliéles. L'a- élevée a une résistance mécanique et un décou-
justage en fréquence de I'élément résonnant peut plage des vibrations trés satisfaisants.

étre obtenu par enlévement de matiére, mais une D’autres caractéristiques et avantages de I'in-
telle opération d'usinage précis implique alors la & vention apparaitront plus clairement 3 la lecture
totalité de la surface ou des surfaces principales de la description qui suit de plusieurs modes de
de I'ensemble composé de I'anneau, des pattes et mise en ceuvre de l'invention, donnés 3 titre d’e-
de la partie centrale résonnante, de sorte qu'elle xemples non limitatifs.

entraine un affaiblissement mécanique général de La description se référe aux dessins annexés sur

cet ensemble y compris de I'anneau extérieur. Ce- 65 lesquels:
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hoto-resi fin, la parti une
On procéde alors a la mise en place d'un autre ceinture ou d’ un cadre de renfort 1 C dont I'épais-
\/ masque sur 'ensemble ainsi traité, ce masque per- seur t peut étre nettement plus élevée quet, et t,
mettant d’exposer a la lumiére les parties centrales une valeur située entre 0,08 et 0,2 mm s’étant
10 des résonateurs délimités par les rainures 9. avérée favorable.
Toutefois, on ne procéde pas encore au dévelop- 2. Toutes les opérations de masquage sont ef-
pement de ces parties centrales aprés I'exposition %0 fectuées avant que les résonateurs ne saient sépa-
a la lumiére ce qui est représenté par des hachures rés les uns des autres, l'exposition de la partie
croisées sur les figures. Le substrat présente alors centrale 10 (figure 3B) ayaant lieu préalablement 3
ta configuration représentée & la figure 4. I'opération de découpe (passage de lafigure4 3 la

On procéde alors a ['attaque chimique du subs- figure 5). Cette caractéristique particuliére permet
trat fui-méme pour séparer les résonateurs lesuns 95 de réduire considérablement les défauts de fabri-
des autres tout en conservant la bande de conne- cation puisque toutes les manipulations intensi-
xion 7 et les pattes de connexion 6 représentées ves nécessaires pour le masquage et l'insolation
aux figures 2B et 3B. Le substrat a alors la con- sont réalisées alors que le substrat de la pastille de
figuration représentée sur la figure 5. quartz posséde encore son intégrité.

L'étape suivante consiste 3 effectuer une atta- o Dans ce qui précéde, on a supposé que la partie
que chimique sélective des portions de métallisa- active 1A du résonateur est attachée au cadre de
tion se trouvant en-dessous des rainures 9 du renfort 1C sur toute la périphéfie.de cette partie
photo-resist suivie d’'une attaque du quartz per- active. Or, comme reprégenté aux figures 10 et 11,
mettant de ménager dans le substrat lui-méme on peut également réaliser des fentes 14 traver-

une rainure 11 a I'aplomb des rainures 9 du pho- 63 sant le substrat de part en part, lorsqu’on procéde
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5. Procédé suivant les revendications 2 et 4 pri- sist-Schicht (ber der zentralen Partie (1A) des
ses ensemble caractérisé en ce que ladite opéra- o2 Substrats zu entfernen und die freigelegten Par-
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tor, especially for AT-cut resonator operating in tion (1A) prior to said scribing operation and the
the thickness shear vibration mode, each resona- ation but before said first thickness reducing
L/ tor comprising an active central portion (1A} sur- operation. )
rounded by a reinforcing frame (1C) from which 8. A resonator obtained in accordance with the
it is separated by at least one connecting member process according to any one of the p_recedmg
(1B) of a smaller thickness, said process consist-- claims comprising an active central portion (1A)
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